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Ochranny obvod pre pamat C-MOS RAM

(571 Zapojenie riefi detekeiu poklesu
napatia zdroja,a siasné blokovanie

pristupu k pamati C-MOS RAM ze tdelom
ochrany obsahu pamati polas nedefinovanych
stavov na zberniciach systému vznikajicich
pri vypinani a zapinani sietového

napdjania.

Podstatou Fefeni je vyuZitie nepriamo
dmernej zdvislosti odporu prechodu kolek-
tor - emitor tranzistora zapojeného ako
dioda, na prechdzajicom pride.

Zapojenie ma mé%e pouiit k ochrane

obsehu pamati C-MOS RAM napdjanych zo
zé8lohovacieho batériového zdroja,
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Vyndlez sa tyka ochranného obvodu pre pamat C-MOS RAM, kde rieZi snimanie
poklesu napatia zdroja pri vypadku giefového napatia & sifasne blokovanie pristupu

k pamati za tdelom ochrany uloZenych dét.

Moderné pamatové obvody vyrobené technoldgiou C-MOS odoberaji v reZime uchovania
informedcie, prdd niekolko desiatok mikroampérov. K uchovaniu obsahu paméti postaluje
napatie 2V a napatie na uvoldovacom vatupe CE zhodné s napéjacim napatim pamati.
Staticky je tohoto stavu moZné dosishnit spojenim vyvodu CE s vyatupom riadiaceho
hradla s otvorenym kolektorom, ktory Je cez rezistor spojeny 8 napéjanlm pamati, Toto
jednoduché zapojenie nie je viak dostatodne spolahlivé a mbZe sa Btat, %e niektoré
adresy sa obsadia faloSnymi ddtami v dosledku toho, Ze pamat méZe byt aktivovand
eite v dobe prechodového deja pri zapinani a vypihanl,sietového napdjania.

Tomuto Je moZné zabrénit tfm, Ze v¥padok napatia je zisteny v predstihu pred
vznikom nedefinovanych stavov na zberniciach & pamat je zablokovand., V zahranili sa
k tomuto pouZiva Specidlnych integrovanych obvodov, ktoré pri poklese napatia zdroja
pod 4,55V generujd signdl, ktorym tranzistorovy spina& zablokoje pristup k pamati.
V tuzemsku sa k tomuto dSelu pouZiva rdznych zapojeni s operadnymi zosilnovadmi,
pripadne pomerne zlofitfch zapojeni s tranzistormi.

Tento problém dednoduchym spbsobom riefi zapojenie ochranného obvodu pre pamat
C-MOS RAM podYa vyndlezu, ktorého podstatou je, Ze gnimacia svorka je cez prvy
rezigstor a najmenej jeden prvy tranzistor zapojeny ako dioda, pripojend k bdze
druhého tranzistora, ktord je cez druhy rezistor pripojend k spololnej svorke, zatial
&o kolektor druhého tranzistora Je vyvedeny na vystupni svorku, ktord je -cez treti
rezistor spojend s napdjacou svorkou, pridom emitor druhého tranzistora je pripojeny

k riadiacej svorke.
Fe priloZenom obr.3.1 je zndzornend schéma zapojenia ochramného obvodu pre
pamat C=MOS RAM,
V hornej Sasti bdzového delida druhého tranzistora 10 je zapojeny prvy rezistor

6 v sérii s prvym tranzistorom T, zapojenym ako dioda, V dolnej Easti delifa je druhy

rezistor 8 na kforom vznikd dbytok napatia potrebny k zopnutiu druhého tranzistora
10, Snimacia avorka 1 Je pripojend ku kladnému polu zdroja napdjacieho napatia +5V,
avorka 2 je pripojend k spolofnému vodidu zdrojov, Vystup viberového signdlu CS,
ktor§ je aktfvny v drovni I sa pripja k riadiacej svorke 3, t.J. k emitoru druhého
tranzistora 10. Vystupnd svorkas 5, t.j. kolektor druhého tranzistora 10 je pripojeny
k uvolrnovaciemu vstupu CE pamati C-MOS RAM, ktory Je cez treti rezistor 9 a napdjaciu
svorku 4 pripojeny k napdjaciemu napatiu pamati C-MOS RAM, Pri poklese napatia zdroja
na svorke 1 klesd aj prdd deliSom v obvode bdzy druhého tranzistora 10. Poklesom
pridu delifom vzrast4 nelinedrne odpor prechodu kolektor - emitor prvého tranzistora
1, takZe siiGasne s poklesom napatia vzrastd hodnofta odporu hornej dasti delila, &im
sa zvadtuje jeho deliaci pomer a k rozopnubtiu druhého tranzistora 10 dochddza pri
vySSom napati zdroja, t.j. pri menSom poklese Jjeho napatia ako pri odporovom delidi

s rovnakjm deliacim pomerom. Po rozopnuti druhého tranzistora 10 napatie na vystupne]
avorke 5, t.j. na uvolnovacom vstupe CE pamati C-MOS RAM sleduje napéjacie napatie
pamati & nedefinované stavy gignédlu CS na riadiace] svorke zvnemozu ovplyvnit droven
uvoltiovacieho vatpu CE pamati C-MO0S RAM, &im je pristup k pamati zablokovany.

Zapojenie je moZné vyuiit k ochrane obsahu pamati C-MOS RAM vybavenych
uvolnovacim vetupom CE so zélohovanym napdjaninm z batérie. ZvySenie strmosti
vypinacej charakteristiky obvodu je moZné dosishnét zaradenim dalBieho tranzistora
zapojeného ako dioda do hornej Sasti bézového delida druhého tranzistora 10.
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PREDMET VYNLLEGZU

Ochranny obvod pre pemat C-MOS RAM vyznadujici sa tym, %e snimacia svorka /1/
je cez prvy rezistor /6/ & najmenej jeden prvy tranzistor /7/ zapojeny ako dioda
pripojend k béze druhého tranzistora /10/, ktord je cez druhy rezistor /8/ pripojend
k spolodnej svorke /2/, zatial &o kolektor druhého tranzistora /10/ je vyvedeny na
vistupnd svorku /5/, ktord je cez treti rezistor /9/ spojend s napdjacou svorkou /4/,
pridom emitor druhého tranzistora /10/ je pripojeny k riadiacej svorke /3/.

1 vykres
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